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電子情報技術産業協会規格 

 

マイクロ波半導体デバイスの特性及び測定方法 
Measuring Methods of Microwave Semiconductor Devices 

 

1 適用範囲 

この規格は，マイクロ波半導体デバイスの電気的性能の測定方法について規定する。なお，ここでいう

半導体デバイスとは，個別素子及び集積回路をいい，チップ及びパッケージ入りの両タイプをいう。この

規格に記されている測定システムの入力及び出力の特性インピーダンスは，指定がない限り 50 Ωとする。

また，マイクロ波とは，一般的に 300 MHz から 300 GHz の周波数帯域をいう。 

 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

a) IEC 60747-1 Semiconductor devices. Discrete devices. Part 1: General 

b) IEC 60747-4 Semiconductor devices. Discrete devices. Part 4: Microwave diodes and transistors 

c) IEC 60747-7 Semiconductor devices. Discrete devices. Part 7: Bipolar transistors 

d) IEC 60747-8 Semiconductor devices. Discrete devices. Part 8: Field-effect transistors 

e) IEC 60747-16-1 Semiconductor devices. Part 16-1: Microwave integrated circuits – Amplifiers 

f) IEC 60747-16-2 Semiconductor devices. Part 16-2: Microwave integrated circuits – Frequency prescalers 

g) IEC 60747-16-3 Semiconductor devices. Part 16-3: Microwave integrated circuits – Frequency converters 

h) IEC 60747-16-4 Semiconductor devices. Part 16-4: Microwave integrated circuits – Switches 

i) IEC 60747-16-5 Semiconductor devices. Part 16-5: Microwave integrated circuits – Oscillators 

j) IEC 60747-16-6 Semiconductor devices. Part 16-6: Microwave integrated circuits – Frequency multipliers 

k) JIS C 0617 電気用図記号 

l) JIS Z 8001-1 量及び単位―第 1 部：一般 

m) JIS Z 8301 規格票の様式及び作成方法 

 

3 用語及び定義 

3.1 一般項目 

3.1.1 周囲温度又はケース温度  

周囲の温度，又は，ケースの温度。 

3.1.2 保存温度 (𝑻stg ) 

デバイスが保存される温度。 

3.1.3 総消費電力 (𝑷tot ) 

デバイスが消費する総電力。 

3.1.4 電源電圧 (𝑽xxn ) 

‘n’番目の‘xx’端子に供給される直流電圧。 


	空白ページ



